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BYV 42/...

Schonelle "soft recovery” =
SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL -
IWEIFACH - GLEICHRICHTERDIODEN

mit gemeinsamer Katode,

mit miedriger DurchlaBspannung

Hichstzulissiger Durchlabstrom-Mittelwert,
beide Dioden stromfilhrend,
bei rechteckférmigem Stromverlauf
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BYV 42/...

SPANNUNGEGRENZWERTE BYV_42/50
Hichstzulissige

periodische Spitzensperrspannungs IIi RN ® 50
Hichstzullissige

periodische Scheitelsperrspannungs l.T: VN ® B0
HéchstzulBssige 1

Gleichsperrspannung i ] Uy = 50

STROMGRENZWERTE (beide Dioden stromfiihrend)

Hichstzulissiger DurchlaBstrom=Mittelwert
bei rechteckfirmiges Stnl:lrl“!
mit Vo, = 0,5 und 8 & 104

o 0 AV
und Qﬁ = 1258°Cs Il} AV =
Hichatzullissiger Effektivwert
des Durchlafstromes: Iu RMS =
Hichstzulissiger periodischer Spitzenstrom: Ir RN ™
Stollstrom=Grenzwert (pro Diode), R
50 Hz - Sinus-Halbwelle, bei lJ = 150 C; I:I? sN "

—
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Grenzlast-Integral, t = 10 ms (pro Diode):

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hichstzullissige Sperrschichttemperatur: '.]‘ =
Lagerungstemperaturbereichsy aa -

Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Metallflansche

th G
gwischen Metallflansch und Kihlblech
chne Wirmeleitpaste: lth G/K "™
mit Wirmeleitpaste:s lth /K -
twischen Sperrschicht und Umgebung: Ith v "
Impul s-Wirmewiderstand, tp = 1 ms. zth c -

Datasheet
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') aus Griinden thermischer Stabilitit bei R, o $ 5,6 KN
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DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN (pro Diode)

Datasheet

BYV 42/...

Durchlalispannung bei I]" = 10 A, I'J = 100°C: l.I'll < 0,88 Vv
bei Ir- a0 A, I-ll = 25%; l.I'r L4 1,18 V¥
o
Sperrstrom bei UI max und '..'I' = ﬂanﬂl I!t L4 100 pA
b i Ll max und I-J, = 100 C: II L4 1;1 mA
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten von I_ = 1 A auf Ul 3 a0 v
mit -dIr!M = 50 Afus bei b = 25%C: t, < 45 ns
beim Umschaltenm vomn I, = 2 A auf U 2‘- a0 v
mit -dIr-"dt = 100 .U’p.l bei }J - 25“5: trr L4 35 ns
Sperrverzugsladung
beim Umschalten von Il‘ = 2 A auf U‘ b4 an v
mit -d'.l'.fdt = 20 I.;"’jll bei ',] = Z6%Cy QE < 15 mnAs
Einschalt=Scheitelspannung
beim Einschalten auf I, = 1 A
mit dlr.r‘dt = 10 Aus: Up y ® 1,0 W
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BYV 42/...
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BYV 42/...
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